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Тема дисертації:
1. Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в p-n переходах на основі напівпровідників А(((ВV.

2. The influence of adsorption of ammonia molecules on the surface processes in p-n junctions on III-V
semiconductors.

Реферат:
1. Об'єкт - процеси, які протікають на поверхні, при формуванні чутливості до газового середовища в p-n
структурах на основі напівпровідників А(((ВV; мета - встановлення механізмів впливу газової атмосфери на
електричні, фотоелектричні властивості та морфологію поверхні в та p-n структурах на основі GaAs, GaxAl1-
xAs, та GaP; методи - комплексні дослідження стаціонарних електричних та фотоелектричних
характеристик, хімічна обробка поверхні, лазерна еліпсометрія, атомно-силова мікроскопія в інтервалі
температур 300-400К; новизна - встановлено, що в p-n структурах на основі GaAs, GaxAl1-xAs, та GaP,
поміщених в пари аміаку, виникає додатковий поверхневий струм, що пояснюються утворенням провідного
поверхневого каналу; встановлено, в p-n переходах на основі GaAs існування "повільних" поверхневих
рекомбінаційних центрів з висотою потенціального бар'єра для електронів =0,48(0,54еВ; результати
досліджень можна використати для створення сенсора парів аміаку; галузь-фізика напівпровідників і



діелектриків.

2. Object - on the surface processes in p-n junctions on III-V semiconductors, by the gas sensitivity; the purpose -
clearing up of a influence of gas atmosphere on the electrical, photoelectrical and on the surface morphology of
GaAs, GaxAl1-xAs, and GaP p-n structures; methods - the complex investigation of a electrical and photoelectrical
characteristic, chemical treatment of the surface, investigate by laser elipsometer and Atomic Force Microscope in
the range of temperate 300-400K; the new approach - in the p-n structures on GaAs, GaxAl1-xAs, and GaP, placed
in а vapors of ammonia, produce an additional surface current. Results are interpreted by formation of conducting
surface channel. The established that in GaAs p-n junctions reveals the existence of "slow" recombination centers
with a potential barrier of =0,48(0,54еV for the majority charge carriers; results our investigations can be utilized
for creation of an ammonia sensor; the field - physics of semiconductors and dielectrics.
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